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P 18.1 Wed 16:30 Empore Lichthof
Energieaufgeléste  Massenspektrometrie an  prekursor-
haltigen Prozessplasmen — eNiLs Lukar, ErRIk voN WAHL und
HorceEr KERSTEN — Institut fiir Experimentelle und Angewandte
Physik, Christian-Albrechts-Universitit zu Kiel, Deutschland

Mit Hilfe der energieaufgelosten Massenspektrometrie ist es moglich
Informationen iiber die im Plasma erzeugten Ionen zu erhalten. Die
Massenspektrometrie ist von besonderer Bedeutung, wenn Plasmen un-
tersucht werden, in denen sich komplexe Molekiile befinden, wie dies
z.B. bei der Abscheidung von Polymerschichten auf Substraten der Fall
ist. Durch Kollisionen mit energetischen Elektronen wird ein Teil dieser
Molekiile im Plasma dissoziiert. Abhéngig von den Plasmaparametern
kénnen so Produkte auf unterschiedlichsten Reaktionswegen entstehen.
Insbesondere die relativen Haufigkeiten dieser Ionen zu den Ionen des
Hintergrundgases sind nur schwer vorauszusagen und oft nur experi-
mentell zu bestimmen. Um die relevanten Parameter fiir einen solchen
Beschichtungsprozess zu bestimmen, wird in dieser Arbeit ein Mas-
senspektrometer zur Messung der Ionenparameter eingesetzt. Dabei
werden dem Trégergas Argon Dichloro-[2,2|-Paracyclophan Molekiile
beigemischt, welche als Ausgangsstoff fiir Parylene C Schichten dienen.
Um diese Messungen zu ermoglichen, muss das Massenspektrometer
kalibriert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass es unabhéngig von
den Parametern der zu detektierenden Ionen vergleichbare Energie und
Massenspektren liefert. Ziel dieser massenspektrometrischen Untersu-
chung ist die Aufkldrung der chemischen Reaktionen, die im Plasma
ablaufen und deren Korrelation zu den Kenngrofen der HF-Entladung.

P 18.2 Wed 16:30 Empore Lichthof
Stress in a-C:H und a-Si:H Schichten auf PET — eMAaARrkuUs
BrocHHAGEN, JAN BENEDIKT und MARc BOKE — Ruhr-Universitat
Bochum, Experimentalphysik II, Universititsstraffe 150, 44801 Bo-
chum

a-C:H und a-Si:H Schichten werden verwendet um auf PET flexible
Barriereschichten aufzutragen. Zur Verbesserung der Dehnungstole-
ranz ist das Verstdndnis des intrinsischen Stresses in den verschiede-
nen Schichten von hoher Bedeutung. Verschiedene Kohlenstoff- und
Silizium-haltige Schichten werden auf PET in induktiv und kapazitiv
gekoppelten Plasmen abgeschieden und anschlieffend auf ihre Barriere-
und Dehnungs-Eigenschaften untersucht. Zusétzlich werden Anderun-
gen des intrinsischen Stresses in Abhéngigkeit des Substratbias beob-
achtet und iiberpriift, ob thermische Einfliisse wiahrend des Beschich-
tungsprozesses eine Rolle spielen. Fiir a-C:H Schichten auf PET konnte
gezeigt werden, dass eingestellter intrinsischer Stress die Dehnungsto-
leranz verbessern kann. Im weiteren Verlauf wird die Ubertragbarkeit
fiir Silizium-haltige Schichten untersucht.

P 18.3 Wed 16:30 Empore Lichthof

Location: Empore Lichthof

Plasma etch requirements for technological preparation
of photonic building blocks — eHaraLD RicuTER!, DaviD
STOLAREK!, MIrRkO FRASCHKE!, STEFFEN MARSCHMEYER', CHRIS-
TIAN Mar!, STeEraN LiscHKE!, LARS ZIMMERMANN2, ANDREAS
Marl, STEFAN MEISTER?, CHRIsTOPH THEIss?, and HANJO RHEEZ —
ITHP, Im Technologiepark 25, 15236 Frankfurt (Oder) — 2Technische
Universitat Berlin, Institut fiir Optik und Atomare Physik, Strafe des

17. Juni 135, 10623 Berlin

The combination of silicon photonic and electronic components on the
same chip is a prospective approach for processing of optoelectronic
integrated circuits. The idea of a compact integration of both compo-
nents is based on the compatibility of silicon-on-insulator (SOI) pho-
tonics with highly integrated microelectronic technologies. The inte-
gration of photonic building blocks with a state-of-the-art BiCMOS
process requests a combination of local SOI regions in a bulk silicon
environment.

The present work is focused on the technological fabrication of in-
tegrated silicon photonic basic features. Here, plasma etching is a key
technological process step for realization of suitable substrate with lo-
cal SOI and bulk Si regions and the subsequent preparation of diverse
silicon photonic components (waveguides, nanowires, coupling struc-
tures, photonic crystals). Different hard masks for the several plasma
etch processes were tested and optimized. Experiments have shown
the mask open step is significant for preparation of high-performance
silicon photonic modules.

P 18.4 Wed 16:30 Empore Lichthof
Timing and reproducibility of pin to plate pulsed nanosec-
ond discharges in air and water — eEMILE CARBONE!, BaNG-
Dou Huang!2, YI-Kanc Pu?, and Uwe CzarRNETzKI} — lInstitute
for Plasma and Atomic Physics, Ruhr-University Bochum, 44780 Ger-
many — 2Department of Engineering Physics, Tsinghua University,
Beijing 100084, People’s Republic of China

In this contribution, we present initial investigations of nanosecond
pulsed DC discharges in air and water. One of the main challenges to
perform diagnostics on such discharges is to obtain reproducible dis-
charges pulse to pulse and with low jitter. Discharges generated by
two different home made pulsed DC power supplies are investigated
and characterized by voltage and current measurement. The pulsed
power supplies allow to deliver voltage pulses of about 10kV with rise
times of about 2 or 50 ns, on-times of 10 or 200 ns and variable pulse
repetition rates. Sub-nanosecond time and wavelength resolved opti-
cal emission spectroscopy measurements are performed with a streak
camera. The measurements allow to probe the ignition and afterglow
dynamics of the pulsed discharge with high temporal resolution.



